donde P, n=1,2,3, ... son los parametros ajustables,

La funcion F; representa la dependencia de Gy, respecto a Vi, v sus derivadas en cada valor de la tension
de puerta , y viene representada por;

FE‘. (I{g.'r‘rlr’r:.h]ﬁ J= [AI (Vg.'r ) |Vn’:| + Al (Vg.r )+|V=i!|2 t+ ‘43 (Vg's )iVnh:JI + ]

donde A(Vi.), n = 1,23, son los coeficientes de ajuste dependientes de V, que tienen la siguiente

expresion;
A,V )= Fo 14 27, )+ tani(p))|

Una vez visto el modelo, vamos a intentar hallar los distintos parametros de éste para ajustarse a los
valores de nuestros transistores en estudio. Debido a la complejidad del modelo a la hora de
implementarlo mediante una red neuronal, vamos a proceder al ajuste de los parametros ayudindonos de

una funcion implementada en Matlab, denominada ‘fmin’, orientada a la minimizacion de funciones.

5.5.1 Transistor HEMT modelo foundry EDO2AH con W=2x40

A continuacion se muestran los valores de Gy, en funcion de V, y Vy, para este transistor, valores que

utilizaremos para intentar hallar los valores de los parametros de este modelo:

Gy

100



